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(57) Abstract: The invention relates to a method for implantation in a wafer comprising at least one layer having an irregular sur-
face, whereby the implantation is performed through said irregular surface. The invention is characterised in that a coating step
is performed prior to the implantation step, consisting in coating the irregular surface with a coating layer in order to increase the

uniformity of the implantation depth.

o (57) Abrégé : L'invention concerne un procédé d’implantation dans une tranche comprenant au moins une couche présentant une
surface irréguliere, ladite implantation traversant ladite surface irréguliere, caractérisé en ce que le procédé comprend préalablement
a I’étape d’implantation une étape de recouvrement de ladite surface irréguliére par une couche de recouvrement, pour augmenter

I’uniformité de la profondeur d’implantation.
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